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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reflektorantenne fiir
polarisierte Mikrowellen mit einem Primarstrahler, einem
fur Mikrowellen einer gewlinschten Polarisation durch-
I&ssigen Subreflektor und einem Hauptreflektor zur ge-
bindelten Reflektion der Mikrowellen mit einer in die
gewinschte Richtung gedrehten Polarisation geman
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine solche An-
tenne ist bereits aus "Antenne Engineering Handbook";
2nd Edition; Editors: R.C. Johnson, H.Jasik (McGraw-
Hill, New York, 1961) Seiten 17-28 bis 17-30 bekannt.
Aus Sikora J."FLAPS™ Reflector Antennas"; Atlanta,
June 16-17,1993; Seiten 233-238 ist eine Antenne
bekannt, bei welcher der Hauptreflektor auRerdem eine
Mehrzahl von in einer Ebene liegenden Dipolen mit zue-
inander parallele Achsen aufweist, die einen Winkel von
45° zu dem Vektor des einfallenden elektrischen Feldes
aufweisen.

[0002] Eine Ausfiihrungsform einer bekannten Anten-
ne ist in Fig. 6 gezeigt. Mit dem im Bereich des Haupt-
reflektors 3 angeordneten und auf den Subreflektor 2 ge-
richteten Primarstrahler 1 wird eine sich kugelférmig aus-
breitende Mikrowelle mit einer bestimmten Polarisation
erzeugt. Der Subreflektor 2 hat die Eigenschaft eines Po-
larisationsfilters und ist so angeordnet, dafl er Wellen mit
dieser Polarisation reflektiert. Die Welle gelangt somit zu
dem Hauptreflektor 3, an dem sie erneut reflektiert und
dabei in ihrer Polarisationsrichtung in der Weise gedreht
wird (Twistreflektor), daf3 sie nun ungehindert durch den
Subreflektor 2 hindurchtreten kann. Das sich von einer
solchen Antenne ausbreitende Feld wird nicht durch
Speiseleitungen, Primarstrahler, Subreflektor oder &hn-
liches behindert, wie es bei anderen, nicht auf eine Po-
larisationsrichtung beschrankten Reflektorantennen der
Fall ist.

[0003] Die Biindelung erfolgt dabei dadurch, daf® der
Hauptreflektor 3 zur Umwandlung der Kugelwelle in eine
ebene Welle einen metallischen Reflektor mit einer pa-
rabolischen Form aufweist. Alternativdazu kann die Biin-
delung gemaR der WO 95/18980 auch mit einer Mikro-
wellenlinse erfolgen, die vor oder hinter dem Subreflektor
2 angeordnet ist.

[0004] Mikrowellenantennen dieser Art haben jedoch
verschiedene Nachteile. Wenn zur Bindelung ein para-
bolischer Reflektor verwendet wird, besteht die Schwie-
rigkeit, den Twistreflektor an die parabolische Form an-
zupassen, ohne dadurch die Drehung der Polarisations-
richtung oder die Eigenschaften des Parabolreflektors
zu beeintrachtigen. An die mechanische Fertigung einer
solchen Antenne miissen deshalb im Hinblick auf die Ge-
nauigkeit und die zulassigen Toleranzen besondere An-
forderungen gestelltwerden, was zu erheblichen Kosten-
nachteilen fihrt.

[0005] AuchderEinsatz einer Mikrowellenlinse anstel-
le eines Parabolreflektors kann hier nur geringfiigig Ab-
hilfe schaffen, da auch die Fertigung von Linsen relativ
aufwendig ist und diese gegentiber Reflektoren andere
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Nachteile aufweisen.

[0006] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Mikrowellenantenne fiir polarisierte Mikro-
wellen zu schaffen, bei der der Aufwand fiir die mecha-
nische Fertigung wesentlich geringer ist, ohne dass im
Hinblick auf die Richtcharakteristik wesentliche Ein-
schrankungen in Kauf genommen werden missen.
[0007] Die erfindungsgemafie Lésung dieser Aufgabe
ist durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 wieder-
gegeben. Die weiteren Anspriiche enthalten vorteilhafte
Aus- und Weiterbildungen der Erfindung.

[0008] Gel6st wird die Aufgabe mit einer Reflektoran-
tenne der eingangs genannten Art, die sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Primarstrahler in der Ebene des
Hauptreflektors angeordnet ist, wobei die Dipole eine
vorgebbare Lange und Breite aufweisen, wodurch zwi-
schen den reflektierten elektrischen Feldkomponenten
Eyaus: Exaus Parallel und senkrecht zu der jeweiligen Di-
polachse eine Phasenverschiebung von 180° entsteht
und an jedem Dipol die Phase des reflektierten elektri-
schen Feldes E, ¢ gegenuber der Phase des einfallen-
den elektrischen Feldes E;, in der Weise verschoben ist,
dass das von allen Dipolen erzeugte Gesamtfeld vorge-
gebene (z.B. ebene) Wellenfronten aufweist.

[0009] Die Artdervorgegebenen Wellenfronten richtet
sich dabei nach den Erfordernissen der jeweiligen An-
wendungen. Neben Antennen mit PencilBeam-Charak-
teristik sind z.B. Antennen mit Fan-Beam- oder Cose-
cans-Charakteristik mdglich oder Antennen mit mehre-
ren Keulen.

[0010] Ein besonderer Vorteil der Lésung mit ebenen
Wellenfronten besteht darin, dass die vorteile einer ge-
falteten Reflektor antenne mit Polarisationsdrehung,
namlich eine geringe Tiefe der Antenne ohne Einschran-
kung der maximalen geometrischen Apertur, mitden Vor-
teilen der planaren Herstellungstechnik, die in erster Li-
nie in ihrem wesentlich geringeren technischen Aufwand
liegen, verbunden werden.

[0011] Die Genauigkeit der Antenne bzw. die Charak-
teristik des Antennendiagramms wird durch die Anzahl
und Dichte der Dipole bestimmt. Der Schwerpunkt des
zur Herstellung erforderlichen Aufwands wird somit von
der mechanischen Fertigung auf die Berechnung der ein-
zelnen Dipole verlagert. Eine solche Berechnung kann
mit entsprechenden Rechnerprogrammen durchgefiihrt
werden und fallt somit kostenmassig nicht so stark ins
Gewicht. Zur mechanischen Fertigung kénnen fotolito-
graphische o. a. Verfahren angewandt werden, mit de-
nen in bekannter Weise auch kleinste metallische Struk-
turen erzeugt werden kdénnen.

[0012] IndererfindungsgemaRen Reflektorantenne ist
der Hauptreflektorinsbesondere durch eine dielektrische
Platte mit niedrigem Verlustfaktor gebildet, auf der sich
aufder den einfallenden Mikrowellen zugewandten Seite
die Dipole in Form von jeweils einer Metallisierungsstruk-
tur befinden, und bei der auf der den einfallenden Mikro-
wellen abgewandten Seite eine durchgehende Metalli-
sierungsschicht aufgebracht ist.
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[0013] Die Metallisierungsstrukturen haben erfin-
dungsgemal eine rechteckige Form, sie kdnnen jedoch
z.B. die Form eines Kreuzes oder einer Scheibe aufwei-
sen.

[0014] Der Subreflektor ist erfindungsgeman ein Sub-
strat mit einer Metallisierung in Form eines Polarisations-
gitters.

[0015] Der Subreflektor kann zusatzlich Metallisie-

rungsstrukturen zur Strahlformung der von dem Priméar-
strahler und/oder dem Hauptreflektor ausgehenden Mi-
krowellen aufweisen.

[0016] Der Primarstrahler kann vorzugsweise eine
Hornantenne oder eine Mikrostreifenleitungsantenne
sein. Denkbar ist jedoch auch jede andere Antennen-
form, die den Reflektor in geeigneter Weise ausleuchtet.
[0017] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung einer bevorzugten Ausflihrungsform anhand
der Zeichnungen.

[0018] Es zeigen:

FIG.1 einen schematischen Querschnitt durch eine
bevorzugte Ausfihrungsform der erfindungs-
gemalen Reflektorantenne

FIG.2 eine Darstellung der elektrischen Feldkompo-
nenten an einem einzelnen Dipol der Reflek-
torantenne geman FIG. 1

FIG.3 eine Draufsicht auf den Hauptreflektor der Re-
flektorantenne gemaf FIG. 1

FIG.4 ein Diagramm des Verlaufs der Feldstarke in
der H-Ebene der Reflektorantenne gemaf
FIG. 1

FIG.5 ein Diagramm des Verlaufs der Feldstarke in
der E-Ebene der Reflektorantenne gemaf
FIG. 1

FIG.6 eine bekannte Reflektorantenne fiir polarisier-
te Mikrowellen.

[0019] Die in Figur 1 gezeigte Ausflihrungsform der
Erfindung weist einen Primarstrahler 1 auf, der auf einen
Subreflektor 2 gerichtet ist. Der Subreflektor 2 hat die
Eigenschaft eines Polarisationsfilters. Der Primarstrah-
ler 1 liegt in der Ebene eines Hauptreflektors 3, der par-
allel zu dem Subreflektor 2 angeordnet ist und die Eigen-
schaft hat, daf} er die Polarisationsebene einer einfallen-
den Welle um 90° gedreht reflektiert und auerdem ihre
Phase in der Weise verzdgert, dald die reflektierten Wel-
len insgesamt ebene Wellenfronten bilden.

[0020] Die Antenne arbeitet in der Weise, dal} der Pri-
marstrahler 1 polarisierte Wellen erzeugt, die sich kugel-
férmig ausbreiten und auf den Subreflektor 2 treffen. Die
Polarisationsebene dieser Wellen und die Durchlafrich-
tung des Subreflektors 2 bilden einen Winkel von 90°, so
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daR die Wellen reflektiert werden und anschlieRend auf
den Hauptreflektor 3 fallen.

[0021] Da derHauptreflektor 3 die Wellen mit einer um
90° gedrehten Polarisationsebene reflektiert, konnen die
erneut reflektierten Wellen nun durch den Subreflektor 2
hindurchtreten und weisen auflterdem (hier im Beispiel)
ebene Wellenfronten auf.

[0022] Der Primarstrahler 1 ist eine an sich bekannte
Hornantenne, kann aber alternativ hierzu auch eine Mi-
krostreifenleitungsantenne sein. Denkbar istjedoch auch
jede andere Antennenform, die den Reflektor in geeig-
neter Weise ausleuchtet.

[0023] Der Subreflektor 2 ist als Polarisationsfilter in
Form eines Substrates 21 mit entsprechender Metallisie-
rung 22 realisiert und ist relativ zu der Polarisationsachse
des elektrischen Feldes des Priméarstrahlers 1 so ange-
ordnet, dal} dieses Feld reflektiert wird.

[0024] Der Hauptreflektor 3 besteht aus einem plana-
ren Dielektrikum 31 mit niedrigem Verlustfaktor, das auf
der Riickseite (das heil3t auf der den einfallenden Mikro-
wellen abgewandten Seite) mit einer durchgehenden
metallischen Schicht 32 versehen ist. Auf der Vorderseite
des Dielektrikums 31 befindet sich eine Anordnung von
einzelnen Metallisierungsstrukturen 33, die eine im we-
sentlichen rechteckige Grundform aufweisen, deren Ab-
messungen jedoch in Abh&ngigkeit von ihrem Ort auf
dem Hauptreflektor 3 sehr unterschiedlich sind (vgl. hier-
zu auch FIG. 3). Die Strukturen 33 sind parallel zueinan-
der ausgerichtet, wobei ihre Achse mit der Polarisations-
richtung des elektrischen Feldes einen Winkel von typi-
scherweise 45° einschliefit.

[0025] EinedieserMetallisierungsstrukturen 33, die je-
weils die Eigenschaft eines Dipols haben, ist mit den ent-
sprechenden Feldkomponenten in Figur 2 gezeigt. Das
einfallende elektrische Feld E;, kann in einen Anteil E;,
parallel und einen Anteil E,;, senkrecht zur Achse der
Metallisierungsstruktur 33 zerlegt werden. Das an der
Struktur reflektierte Feld E, . setzt sich entsprechend

aus
aus einem Anteil E,, s parallel und einem Anteil E,
senkrecht zu der Achse der Struktur 33 zusammen.
Durch geeignete Wahl der Lange und Breite der Struktur
kannnunerreichtwerden, daB die Anteile E s und E, ;s
einerseits eine Phasenverschiebung von 180° zueinan-
der und andererseits eine zusatzliche gleiche Phasen-
verschiebung A@ gegenlber der einfallenden Welle E;,
aufweisen.

[0026] Durch die Phasenverschiebung von 180° zwi-
schen den Anteilen E s und E,; ;s an jeder Metallisie-
rungsstruktur wird erreicht, da die Polarisationsebene
der reflektierten Welle um 90° gegentiber der Polarisati-
onsebene der einfallenden Welle gedreht ist (vgl. Figur
2). Die zusatzliche Phasenverschiebung AG wird in Ab-
hangigkeit von den Koordinaten der einzelnen Metalli-
sierungsstruktur auf dem Hauptreflektor jeweils so ge-
wahlt, daR hier im Beispiel die an allen Strukturen reflek-
tierten Wellen insgesamt eine ebene Wellenfront aufwei-
sen, d.h. gebiindelt sind.

[0027] Zur Vereinfachung der Dimensionierung der
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einzelnen Metallisierungsstrukturen geht man von einer
periodischen Gesamtanordnung aus. In einem ersten
Schritt errechnet man zunéchst fur eine ebene Welle, die
auf eine periodische Anordnung dieser Strukturen ein-
fallt, die alle eine bestimmte gewahlte Lange und Breite
aufweisen, die Phasen des Reflexionsfaktors fiir die Po-
larisation der Welle parallel sowie senkrecht zu der Ach-
se der Strukturen. Es werden mehrere solche Datenséat-
ze fur Anordnungen von Strukturen mit jeweils anderen
Langen und Breiten ermittelt.

[0028] Zu der Dimensionierung des Hauptreflektors
erhalt dann in einem zweiten Schritt eine Struktur an ei-
nem bestimmten Ort des Hauptreflektors diejenigen Ab-
messungen, bei denen die entsprechende gemessene
Anordnung aus gleichen Strukturen eine Phasenver-
schiebung von 180° zwischen den beiden Komponenten
E aus Und E, 5 s des reflektierten elektrischen Feldes (das
heillt also eine Drehung der Polarisationsebene des re-
flektierten elektrischen Feldes gegeniiber der des einfal-
lenden elektrischen Feldes von 90°) und zusatzlich eine
fur die Blundelung der Gesamtwelle erforderliche Pha-
senverschiebung AQ zeigte.

[0029] Dierechnerische Bestimmung des Zusammen-
hangs zwischen den Abmessungen der Strukturen und
der Phase des Reflexionsfaktors kann zum Beispiel mit
Hilfe eines feldtheoretischen Verfahrens erfolgen. Hi-
erfir eignet sich besonders das Spektralbereichsver-
fahren. In der Luft und im Dielektrikum werden Entwick-
lungen flr die Feldstéarken angesetzt, deren Koeffizient-
en durch die Rand- bzw. Stetigkeitsbedingungen aufden
Metall- bzw. den dielektrischen Oberflachen ermittelt
werden koénnen. Im einzelnen sei hierzu auf die Aus-
fuhrungen in "Numerical Techniques for Microwave and
Millimeter-Wave Passive Structures" von Tatsuo ltho,
John Wiley & Sons, 1989, insbesondere die Seiten 334
ff, verwiesen.

[0030] Da eine periodische Anordnung der Strukturen
nur eine Anndherung an die tatsachlichen Verhaltnisse
darstellt, kann eine Optimierung durch eine Berechnung
der Gesamtanordnung erfolgen.

[0031] Fir regelmafRige Strukturen aus Rechtecken,
Kreuzen, Scheiben und dhnlichem kénnen Ganzbere-
ichsfunktionen flir die Entwicklung der unbekannten
Stromdichteverteilungen in bekannten Basisfunktionen
verwendet werden. Mit Hilfe des an sich bekannten
Galerkinverfahrens (vgl. z.B. den zuvor genannten Ar-
tikel von T. Itho et al.) kdbnnen dann die Koeffizienten der
Basisfunktionen bestimmt werden. Durch eine Uber-
lagerung der Felder, die durch die berechneten Strom-
dichteverteilungen erregt werden, mit den Feldern, die
durch Streuung der einfallenden Wellen an den Diele-
ktrika errechnet werden, lassen sich prazise Aussagen
Uber das Streuverhalten der Anordnung aus metal-
lischen Strukturen und Dielektrika machen. Aus der Ken-
ntnis des Zusammenhangs zwischen den geome-
trischen Abmessungen und dem daraus folgenden
Streuverhalten lassen sich dann Designregeln fiir die
Herstellung des Hauptreflektors ermittelt. Hierzu wird auf
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die Ausfiihrungen in "Proceedings of APMC I; Seiten 225
bis 227 vom Dezember 1997 mit dem Titel "Full Wave
Analysis of a Planar Reflektor Antenna" von D. Pilz und
W. Menzel verwiesen.

[0032] Fur eine erfindungsgemal realisierte Antenne
mit einer Mittenfrequenz von 20 GHz ergibt sich die in
Fig. 3 dargestellte Anordnung von Metallisierungsstruk-
turen 33 auf dem planaren Dielektrikum 31. Die Anord-
nung weist erfindungsgemaf insgesamt 364 rechteckige
Strukturen auf, deren Mittelpunkte ein Gitter mit einer
Maschenweite von 6 x 6 mm bilden. Die Abmessungen
der Strukturen variieren erfindungsgemaf in Abhéngig-
keit von den oben erlduterten Phasenbedingungen im
Bereich zwischen 1 mm und 5,8 mm.

[0033] GemaR der Erfindung dient als Subreflektor fiir
diese Antenne ein Polarisationsfilter mit Leiterbahnen mit
einer Breite von 120 pm und einem Abstand von 600
pm, die sich auf einem Substrat mit einer Héhe von 254
pm und einer Dielektrizitatszahl von 2,5 befinden. Der
Subreflektor hat dabei einen Abstand von 45 mm von
dem Hauptreflektor. Der Durchmesser der Antenne be-
tragt 150 mm.

[0034] Fig. 4 zeigt fir diese Antenne das gemessene
Fernfelddiagramm in der H-Ebene, wahrend in Fig. 5 das
Fernfelddiagramm in der E-Ebene darstellt ist.

[0035] Bei einer anderen Ausfiihrungsform der Erfin-
dung kann der Subreflektor 2 zusatzlich eine strahlfor-
mende Eigenschaft haben. Dies kann dadurch erreicht
werden, dass bei einer einschichtigen Struktur die Innen-
seite des Polarisationsgitters, oder bei einer mehrschich-
tigen Struktur andere Lagen weitere Metallisierungs-
strukturen erhalten. Dadurch ist zum Beispiel eine zu-
satzliche Bindelung mdglich, durch die die Brennweite
bzw. die Tiefe der Antenne weiter vermindert wird.
[0036] Ferner ist denkbar, dal die Antenne so gestal-
tet wird, da® der Hauptreflektor die Eigenschaft besitzt,
Wellenfronten zu erzeugen, die zu einem Fernfelddia-
gramm flhren, das nicht den gréRten Gewinn besitzt,
sondern z.B. als Fernfeldcharakteristik einen sogenann-
ten Fan-Beam oder eine sogenannte Cosecans-Form
oder auch mehrere Keulen besitzt.

Patentanspriiche

1. Reflektorantenne fir polarisierte Mikrowellen mit ei-
nem Primarstrahler (1), einem fir Mikrowellen einer
gewunschten Polarisation durchlassigen Subreflek-
tor (2) und einem Hauptreflektor (3) zur geblindelten
Reflektion der Mikrowellen mit einer in die ge-
wiinschte Richtung gedrehten Polarisation, wobei
der Hauptreflektor (3) eine Mehrzahl von in einer
Ebene liegenden Dipolen (33) mit zueinander paral-
lele Achsen aufweist, die einen Winkel von 45° zu
dem Vektor des einfallenden elektrischen Feldes
aufweisen,
wobei der Primarstrahler (1) in der Ebene des Haupt-
reflektors (3) angeordnet ist und dass die Dipole (33)
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eine vorgegebene Lange und Breite aufweisen, wo-
durch zwischen den reflektierten elektrischen Feld-
komponenten Ey,,,, Ex4,s Parallel und senkrecht zu
der jeweiligen Dipolachse eine Phasenverschie-
bung von 180° entsteht und an jedem Dipol (33) die
Phase des reflektierten elektrischen Feldes E,  ge-
genlber der Phase des einfallenden elektrischen
Feldes E;, in der Weise verschoben ist, dass das
von allen Dipolen (33) erzeugte Gesamtfeld vorge-
gebene Wellenfronten aufweist,

wobei die vorgegebenen Wellenfronten ebene Wel-
lenfronten sind,

wobei der Hauptreflektor (3) eine dielektrische Platte
(31) mit niedrigem Verlustfaktor aufweist, auf der
sich auf der den einfallenden Mikrowellen zuge-
wandten Seite die Dipole in Form von jeweils einer
Metallisierungsstruktur (33) befinden und bei der auf
der den einfallenden Mikrowellen abgewandten Sei-
te eine durchgehende Metallisierungsschicht (32)
aufgebracht ist,

wobei die Metallisierungsstrukturen (33) jeweils eine
rechteckige Form aufweisen und wobei der Subre-
flektor (2) ein Substrat mit einer Metallisierung In
Form eines Polarisationsgitters (21) ist,

dadurch gekennzeichnet, dass,

insbesondere fiir eine Mittenfrequenz von 20 GHz,
der Hauptreflektor 364 rechteckige Metallisierungs-
strukturen aufweist, deren Mittelpunkte ein Gitter mit
einer Maschenweite von 6 x 6 mm bilden und dass
der Subreflektor Leiterbahnen mit einer Breite von
120 pm und einem Abstand von 600 wm auf einem
Substrat mit einer Dicke von 254 pm und einer Di-
elektrizitatszahl von 2,5 aufweist,

wobei die Abmessungen der Metallisierungsstruktu-
ren (33) in Abhangigkeit von den oben erlauterten
Phasenbedingungen im Bereich zwischen 1 mmund
5,8 mm variieren.

Reflektorantenne nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Primarstrahler (1) eine Ho-
mantenne ist.

Reflektorantenne nach einem der Anspriiche 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Primarstrahler
(1) eine Mikrostreifenleitungsantenne ist.

Reflektorantenne nach einem der vorangehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Durchmesser der Antenne 150 mm und der Abstand
zwischen dem Hauptreflektor und dem Subreflektor
45 mm betragt.

Claims

Reflector antenna for polarized microwaves having
a primary emitter (1), a subreflector (2), which is
transmissive for microwaves of a desired polariza-
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tion, and amain reflector (3) for the bundled reflection
of the microwaves having a polarization rotated in
the desired direction, the primary reflector (3) having
a plurality of dipoles (33), lying in one plane, having
axes parallel to one another, which have an angle
of 45° to the vector of the incident electrical field,
the primary emitter (1) being arranged in the plane
of the main reflector (3) and the dipoles (33) having
a predefined length and width, whereby a phase shift
of 180° results between the reflected electrical field
components E, ¢, E,4,s Parallel and perpendicular
tothe respective dipole axis, and, at each dipole (33),
the phase of the reflected electrical field E, ¢ is shift-
ed in relation to the phase of the incident electrical
field E;, in such a manner that the total field gener-
ated by all dipoles (33) has predefined wavefronts,
the predefined wavefronts being level wavefronts,
the main reflector (3) having a dielectric plate (31)
having low loss factor, on which, on the side facing
toward the incident microwaves, the dipoles are lo-
cated in the form of a metallization structure (33) in
each case, and on which, on the side facing away
from the incident microwaves, a continuous metalli-
zation layer (32) is applied, the metallization struc-
tures (33) each having a rectangular shape and the
subreflector (2) being a substrate having a metalli-
zation in the form of a polarization grating (21),
characterized in that, in particular for a center fre-
quency of 20 GHz, the main reflector (3) has rectan-
gular metallization structures, whose center points
form a grating having a mesh width of 6 x 6 mm, and
the subreflector has printed conductors having a
width of 120 wm and a spacing of 600 wm on a sub-
strate having a thickness of 254 um and a dielectric
constant of 2.5,

the dimensions of the metallization structures (33)
varying in the range between 1 mm and 5.8 mm as
a function of the above-explained phase conditions.

Reflector antenna according to Claim 1, character-
ized in that the primary emitter (1) is a horn antenna.

Reflector antenna according to Claim 1, character-
ized in that the primary emitter (1) is a microstrip
line antenna.

Reflector antenna according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the diameter
of the antenna is 150 mm and the spacing between
the main reflector and the subreflector is 45 mm.

Revendications

Antenne a réflecteur pour hyperfréquences polari-
sées comprenant un élément actif primaire (1), un
réflecteur secondaire (2) laissant passer les hyper-
fréquences ayant une polarisation souhaitée et un
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réflecteur principal (3) pour la réflexion focalisée des
hyperfréquences ayant une polarisation tournée
dans la direction souhaitée, le réflecteur principal (3)
présentant une pluralité de dipdles (33) se trouvant
dans un méme plan et aux axes mutuellement pa-
ralléles, lesquels présentent un angle de 45° par rap-
port au vecteur du champ électrique incident,
I'élément actif primaire (1) étant disposé dans le plan
du réflecteur principal (3) et les dipdles (33) présen-
tant une longueur et une largeur prédéfinies, un dé-
phasage de 180° se produisant entre les compo-
sants de champ électrique réfléchis E, 4 s, Exays Pa-
rallelement et perpendiculairement a I'axe de dipble
correspondant et, a chaque dipéle (33), la phase du
champ électrique réfléchi E, ; étant décalée par rap-
port a la phase du champ électrique incident E;,, de
telle sorte que le champ total généré par tous les
dipdles (33) présente des fronts d’onde prédéfinis,
les fronts d’onde prédéfinis étant des fronts d’onde
plans,

le réflecteur principal (3) présentant une plaque dié-
lectrique (31) qui présente un faible facteur de perte,
sur laquelle se trouvent les dipdles a chaque fois
sous la forme d’une structure a métallisation (33) sur
le cbté faisant face aux hyperfréquences incidentes
sous et dans laquelle une couche de métallisation
(32) continue est appliquée sur le coté opposé aux
hyperfréquences incidentes,

les structures a métallisation (33) présentant a cha-
que fois une forme parallélépipédique et le réflecteur
secondaire (2) étant un substrat muni d’'une métal-
lisation sous la forme d’une grille de polarisation (21),
caractérisée en ce que

notamment pour une fréquence moyenne de 20
GHz, le réflecteur principal (3) présente des structu-
res de métallisation parallélépipédiques dont les
centres forment une grille avec un maillage de 6 x 6
mm et en ce que le réflecteur secondaire présente
des pistes conductrices ayant une largeur de 120
pm et un écart de 600 pm sur un substrat ayant une
épaisseur de 254 pm et un coefficient diélectrique
de 2,5,

les dimensions des structures de métallisation (33)
variant en fonction des conditions de phase expli-
quées ci-dessus dans la plage entre 1 mmet 5,8 mm.

Antenne a réflecteur selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que I'élément actif primaire (1) est
une antenne en cornet.

Antenne a réflecteur selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que I'élément actif primaire (1) est
une antenne en microruban.

Antenne a réflecteur selon I'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le diamétre
de l'antenne est égal a 150 mm et 'écart entre le
réflecteur principal et le réflecteur secondaire est de
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FIG. 1
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